
采购需求



一、具体需求
总体需求：
鉴于微电子所高频高压中心在开展学术研究过程中涉及到的流片代工需求，特通过政府采购方式拟选取1家供应商进行代理服务工作。
投标人必须组建专业项目实施团队，将物理后端输出的GDSII文件在采购人要求的工艺制程上进行流片，服务过程如需引入第三方实施方，投标人应仔细考察评审第三方实施方后，经采购人书面同意方可引入，务必确保项目交付质量和交付周期。


二、技术服务要求：

第1包：芯片流片制版服务

服务名称：芯片流片制版服务

服务时间：1年

（一）服务要求
1、提供以下品目一、品目二和品目三的流片服务，确保项目进度和质量的同步。
[bookmark: _Hlk199161779]（1）品目一：提供4英寸蓝宝石衬底 、4英寸SiC衬底上流片服务，所有对应光刻版由委托方提供具体如下：
①蓝宝石衬底源漏欧姆接触； 器件隔离；金属化、介质钝化及开孔；短流程（标记、欧姆金属、隔离注入短流程）；全流程；介质薄膜生长；隔离注入。
②SiC衬底短流程（标记、欧姆金属、隔离注入短流程）；SiC上GaN外延衬底器件背面减薄、抛光；SiC衬底全流程；介质薄膜生长；隔离注入。
（2）品目二：提供4英寸SiC衬底上流片服务，所有对应光刻版由受托方提供，具体如下：SiC衬底全流程：源漏接触、栅结构、隔离注入、减薄、背孔。
（3）品目三：提供4英寸Si衬底上流片服务，所有对应光刻版由委托方提供，具体如下：
①欧姆开孔与金属、注入隔离、栅槽刻蚀与介质、栅金属、钝化介质沉积、互联空气桥。
②二次外延N+-GaN、钝化介质沉积与开孔、欧姆金属、注入隔离、栅槽刻蚀与介质、栅金属、钝化介质沉积、互联空气桥。
2、流片完成后根据服务情况提供包括但不限于：
（1）品目一：
1.1蓝宝石衬底短流程及全流程工艺
1.1.1蓝宝石衬底源漏欧姆接触：共计6片，要求：欧姆金属电阻小于0.8Ω·mm。
1.1.2蓝宝石衬底器件隔离：共计6片，要求隔离电流小于5x10-5A/mm。
★1.1.3蓝宝石衬底器件互联短流程：共计6片，要求欧姆金属电阻小于0.8Ω·mm。
★1.1.4蓝宝石衬底隔离前短流程：共计9片，要求欧姆金属电阻小于0.8Ω·mm，隔离电流小于5x10-5A/mm。
★1.1.5蓝宝石衬底全流程：共计9片，要求欧姆金属电阻小于0.8Ω·mm，隔离电流小于5x10-5A/mm，器件电流密度大于500mA/mm。
1.1.6蓝宝石衬底介质薄膜生长：200nm、150nm、100nm，厚度均匀性小于3%。 共计18批
1.1.7蓝宝石衬底隔离注入：注入后，隔离电流小于5x10-5A/mm。共计12批。
1.2 SiC衬底短流程及全流程工艺
1.2.1 SiC衬底隔离前短流程：共计6片，要求欧姆金属电阻小于0.5Ω·mm，隔离电流小于5x10-5A/mm。
1.2.2 SiC上GaN外延衬底器件背面减薄、抛光：共计6片，要求厚度90-100μm，表面粗糙度Ra小于2nm。
★1.2.3 SiC衬底全流程：共计6片，要求欧姆金属电阻小于0.5Ω·mm，隔离电流小于5x10-5A/mm，器件电流密度大于800mA/mm。
1.2.4 SiC衬底介质薄膜生长：200nm、150nm、100nm，厚度均匀性小于3%，共计18批
1.2.5 SiC衬底隔离注入：注入后，隔离电流小于5x10-5A/mm。共计12批。
[bookmark: _Hlk201047258]（2）品目二：
①2片（4英寸SiC衬底）标准流程HEMT结构器件流片服务：
★1.1 PCM：成品率≥90%；最大饱和电流Idmax@Vg=2V≥1200mA/mm；
★1.2 阈值电压@IdmA/mm，Vd=10V为-2.5±0.5V；200μm *200μm CAP：MIM电容@1MHz为200±10pF/mm2，击穿电压≥150V；
[bookmark: _Hlk201047631]★1.3 4*50μm、4*75μm：ft≥30GHz；Psat≥6 W/mm@18GHz，Vd=28V。
②2片（4英寸SiC衬底）客制化流程器件流片服务：
★1.4阈值电压@Id=1 mA/mm，Vd=10V为-4±2V；
1.5 最大饱和电流Idmax@Vg=2V≥1000mA/mm
[bookmark: _Hlk201044598]（3）品目三：
[bookmark: _Hlk201044593][bookmark: _Hlk201042915]★①4片4英寸高阻Si基GaN外延片流片服务：
欧姆金属：无金欧姆金属，测试 metal/N+-GaN 接触电阻，总欧姆接触电阻≤5 Ω·mm
隔离电流：隔离后，要求测试在±100 V下漏电下，电流小于1×10-7 A
栅极：要求测试MIS栅极漏电小于等于1×10-3 mA/mm，栅极击穿电压大于5 V
转移特性：漏极电流大于等于400 mA/mm
★②4片4英寸高阻Si基GaN外延片流片服务：
欧姆金属：无金欧姆金属。测试 metal/N+-GaN/channel 接触电阻，总欧姆接触电阻≤5Ω·mm
隔离电流：隔离后，要求测试在±100 V下漏电下，电流小于1×10-7 A
栅极：要求测试MIS栅极漏电小于等于1×10-3 mA/mm，栅极击穿电压大于5 V
转移特性：漏极电流大于等于400 mA/mm
▲3、配合采购人设计过程中需要与代工厂进行必要的资料的获取和技术沟通，在签订合同后，投标人向采购人提供包括但不限于stdcell\memory\comlier\io\PDK等相关代工厂最新版的工艺文件、库文件等数据包文件。
▲4、投标人应对终版设计文件进行数据完整性检查，并进行设计规则复查，复查结果通知采购人确认，并提供上传、下载专用的FTP。
▲5、流片质量管理要求：确保代工厂具有ISO相关质量标准，具有完整的质量控制与加工能力，提供圆片级质量合格WAT报告。
▲6、按照采购人指定的时间节点、工艺提供制版加工、流片、MPW服务等，提供流片每个阶段与代工厂的沟通报告等文档性材料。
7、投标人对流片项目成立管理小组，安排项目管理人员不少于3人，其中1名副总以上级别作为项目总负责人，负责重大问题解决及异常情况申诉渠道；2名项目经理负责日常总体项目沟通协调、芯片流片进度及异常沟通。
8、投标人提供有效的信息安全管理措施，至少包含以下2个方面：
（1）投标人需与参与项目的所有人员签署保密协议，对接触的各类资料具有保密义务。
（2）投标人需要完善的内部制度，确保所有设计文档和数据得到安全妥善保管，不被任何非项目相关人员接触。并在项目完成后删除销毁。
9、投标人提供免费技术支持热线，电话响应时间要求4小时内，邮件响应时间要求1个工作日内。
10、配合采购人进行进度检查和质量监控、保密监控。




三、商务条款：


1、投标人接收采购人合同款项后应及时向流片实施方支付费用，投标人不得擅自克扣或拖延应付给实施方的费用，如因投标人与实施方的费用结算问题影响项目质量或进度，采购人有权停止支付后续费用，且投标人需赔偿由此给采购人带来的损失。
2、投标人不能按期交付，或前期支持工作无法按时完成，需返还所收合同款并赔偿甲方合同金额的30%，采购人将终止合同，并保留追究服务方责任及要求赔偿损失的权利。
3、投标人需在投标文件中明确其付款方式及节点，包括预付款、阶段付款和最终付款的具体比例与时间安排，以确保项目的顺利推进。

4、包装要求：
使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。提供质检出货单据。

5、交货地点：按照采购人要求寄送到指定地址。

▲6、验收标准：
（1）按WAT报告等作为服务项目验收证明。WAT有不合格Wafer时需按照wafer不合格数退还采购人晶圆款项。
（2）采购人内部良率测试结果作为第二验收标准，有不合格wafer，投标人应按照wafer不合格数退还采购人晶圆款项。
（3）验收后一年内提供免费的技术支持。

7、付款方式：合同签订之后预付70%，完成流片制版服务并验收合格后付30%。

★8、报价方式：
（1）本项目不允许采购进口服务。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括定制开发服务中所使用的材料、人员成本及服务本身已支付或将支付的增值税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

★9、知识产权归属：
（1）采购人拥有并保留所有采购人完成技术及设计的知识产权。
（2）由投标人提供的IP，投标人保证采购人合法的使用权。
（3）双方一致同意，因履行该服务所产生的技术成果（包括技术成果所衍生的专利/著作权、技术秘密等知识产权以及专利申请权等权力），归采购人所有，采购人可以持续无偿使用，并可授权、转让他人使用、采购人授权、转让他人使用技术成果的，因此产生的利益归采购人所有。双方一致认可，投标人利用采购人提供的技术资料和工作条件所完成的新技术成果，归采购人所有。
（4）除非另行达成书面一致，双方都不得对另一方的任何IP或有形资产拥有任何权利。除非另行达成书面一致，双方的所有权利都归各自的权利所有者保留。
（5）任何一方的产品或服务的销售，都不代表该方将其专利或任何知识产权所有权转让给对方或其他任何第三方，这包括但不限于将本服务提供的产品与任何其他产品结合，或是修改本服务提供的产品。
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